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(54) 액정표시장치의전극용식각액

요약

본 발명은 액정표시장치의 TFT(Thin Film Transitor)를 구성하는 게이트(Gate), 소스(Source) 및 드레인(Drain) 전

극용 금속배선재인 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막(Triple layer)의 포토레지스트(Photoresist)를 도포노광한 후 식각하

여 원하는 패턴(Pattern)을 얻을 수 있도록 하는 식각액에 관한 것이다.

이러한 본 발명의 상기 식각액의 조성비율은 인산(50∼80wt.%) + 질산(0.5∼10wt.%) + 초산(2∼15wt.%) + 산화

조정제(0.1∼10wt.%)로 이루어지고 상기 산화조정제는 HClO 4 또는 HlO 4 가 바람직하며 산화조정제 조성비는 실

제로는 1∼6wt.%가 적합하고 식각액 조성의 잔여부분은 물(H 2 O)로 구성된다.

대표도

도 2

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1 은 기존 식각액에 의한 습식식각 공정 후의 포트레지스트와 게이트, 소스 및 드레인 전극재인 Mo/Al(Al-Nd)/M

o의 삼중막 단면을 전자현미경으로 관찰한 사진도

도 2 는 본 발명의 식각액에 의한 일괄 습식식각 공정후의 포트레지스트와 게이트, 소스 및 드레인 전극재인 Mo/Al(

Al-Nd)/Mo의 삼중막 단면을 전자현미경으로 관찰한 사진도

도 3 은 본 발명의 식각액에 의한 일괄 습식식각 공정후의 포트레지스트와 게이트, 소스 및 드레인 전극재인 Mo/Al(

Al-Nd)/Mo의 삼중막 단면을 전자현미경으로 관찰한 사진도

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 TFT(Thin Film Transitor)를 구성하는 게이트(Gate), 소스(Source) 및 드레인(Drain) 전

극용 금속배선재인 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막(Triple layer)의 포토레지스트(Photoresist)를 도포노광한 후 식각 하

여 원하는 패턴(Pattern)을 얻을 수 있도록 하는 식각액에 관한 것이다.

종래에는 인산 + 질산 + 초산 + 물로 이루어진 정규의 Al 단일막 식각액을 사용하여 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막을 

습식식각과 건식식각을 혼합하거나 대한민국 특허공개 1999-0066167호에 제시되어 있는 바와 같이 염소(Cl 2 )+

아르곤(Ar)+산소(O 2 )로 이루어진 혼합가스를 진공분위기에서 건식식각을 하여 원하는 패턴을 제조하였다.

건식식각을 하는 경우 고가의 진공장비에서 식각공정을 거친 후 식각공정중 표면의 일부경화된 포토레지스트를 제거

하기 위해 산소 플라스마(Plasma)에 의한 애싱(Ashing)공정을 수행하고 그 후에 잔류 포토레지스트 제거를 위한 스

트립핑(Stripping)공정과 별도의 클리닝(Cleaning)공정을 수행하는 등 공정단계가 복잡하므로, 실제로는 습식식각을 

거친 후 원하는 패턴이 안된 부분만 건식식각하는 건식식각이 일부 혼용된 습식식각 공정을 적용하는 경우가 대부분

이다.

일반적으로 액정표시장치의 TFT를 구성하는 게이트, 소스 및 드레인 전극용 금속배선재인 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중

막을 인산 + 질산 + 초산 + 물로 이루어진 종래의 식각액으로 식각하면 도 2 와 도 3 같은 형태로 Pattern이 제조되

는데 부분적으로 도 1 과 같이 삼중막의 중간막인 Al(Al-Nd)막이 상하막인 Mo막보다 과잉식각(Over-Etch)되는 사

례가 자주 발생한다.

이러한 현상의 원인은 수용액중에서 두가지 금속이 접촉되어 있을 때 전기화학적으로 전위전극(Electrode Potential

)이 비(Base)한 금속인 Al(E=-1.66V)이 양 극이 되어 용해가 촉진되고, 귀(Noble)한 금속인 Mo(E=-0.20V)가 음극

이 되어 보호되어 상대적으로 용해(전기화학적 식각)가 지연되는 국부전지(Local Cell 또는 Galvanic Cell)에 의한 

국부침식(Galvanic Corrosion)현상으로 해석된다.

이러한 국부침식 현상으로 인하여 게이트, 소스 및 드레인 전극의 패턴이 균일하게 형성되지 않으면 액정표시장치의 

영상의 고해상도 및 선명한 색상구현이 어려워지는 문제점이 발생한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 인산 + 질산 + 초산 + 물의 조성물로 이루어진 종래의 식각액에 추가의 산

화조정제가 첨가된 식각액을 사용하여 액정표시장치의 TFT를 구성하는 게이트, 소스 및 드레인 전극의 Mo/Al(Al-N

d)/Mo 삼중막을 균일한 패턴으로 일괄 습식식각할 수 있는 방법을 제공하기 위한 것이다.

발명의 구성 및 작용

본 발명은 균일한 프로파일(Profile)을 갖는 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막을 얻기 위하여 종래의 식각공정에서 사용하던

기존의 식각액인 인산 + 질산 + 초산 + 물의 조성물에 추가의 산화조정제를 첨가하여 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막의 

일괄 습식식각을 행하도록 한 것이다.

기존의 식각액에 산화조정제를 첨가하여 일괄 습식식각을 행하면 Mo/Al(Al-Nd)/Mo의 균일한 경사각을 갖는 테이퍼

식각(Taper Etching)이 가능한 결과를 얻었다.

이 현상은 국부전지의 양극부분에서 발생하는 식 1과 같은 반응 메카니즘에 대하여 Al → Al 3
+ + 3e - -------

-------- (식 1)

추가의 산화조정제를 첨가하여 (식 1)의 반응이 일반적으로 진행되는 양극인Al(Al-Nd) 금속막 표면에 부분적으로 부

동태산화막(Passivation Oxide Film)을 형성하여 식각속도를 감소시키며, 이때 첨가되는 산화조정제의 역할은 양극

부식억제제(Anodic Corrosion Inhibitor)라 한다.

양극부식억제제는 국부전지 효과에 의해서 전극전위가 상대적으로 비(Base)한 양극에서 용해(전기화학적 식각) 반응
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이 촉진되는 현상을 억제하기 위하여 인위적으로 여러가지 유기 혹은 무기화합물을 첨가하여 활성양극면적을 감소시

켜 식각속도를 저감시키는 역할을 한다.

본 발명의 경우에는 산화조정제를 사용했으므로 첨가한 산화조정제는 산화억제제(Oxidizing Inhibitor)의 역할을 한

다.

산화조정제를 첨가한 경우의 정량 측정방법은 식각액조성별로 산화환원전위(Oxidation Reduction Potential)를 측

정한 결과로서 표시한다.

종래의 식각액에 첨가할 수 있는 산화제로서는 H 2 O 2 , O 2 , K 2 Cr 2 0 7 , HClO, HClO 2 , HClO 3 , HlO 4 등

이 가능하나 HClO 4 와 HlO 4 의 산화제가 바람직하다.

종래의 인산 + 질산 + 초산 + 물로 이루어진 식각액에 양극부식억제제로서 HClO 4 와 HlO 4 를 첨가한 경우 주요 

정량측정 표시수단으로서 산화환원전위를 측정한 결과를 표 1과 표 2에 보였다.

표 1. HClO 4 를 첨가한 경우 산화환원 전위

사례 HClO4 함량(wt.%) 산화환원 전위(V)

1 0 1.03

2 1 1.05

3 2 1.06

4 3 1.07

5 4 1.07

6 5 1.07

7 6 1.08

표 2. HlO 4 를 첨가한 경우 산화환원 전위

사례 HlO4 함량(wt.%) 산화환원 전위(V)

1 0 1.03

2 1 1.2

3 2 1.3

4 3 1.4

5 4 1.4

6 5 1.5

7 6 1.5

바람직한 식각액의 조성은 인산(50∼80wt.%), 질산(0.5∼10wt.%), 초산(2∼15wt.%) + HClO 4 (1∼6wt.%)로 이

루어지거나 또는 인산(50∼80wt.%), 질산(0.5∼10wt.%), 초산(2∼15wt.%) + HlO4(1∼6wt.%)로 이루어진 것이 적

합하며 상기 식각액의 조성물 중 잔여부분은 물로 구성된다.

실시예 1. 종래의 식각액을 사용한 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막의 일괄식각

인산 + 질산 + 초산 + 물로 이루어진 종래의 식각액을 사용하여 습식식각공정을 수행한 결과 도 1 에서 표시한 Al(A

l-Nd) 중간막이 Mo 상하부막에 비해 과잉식각된 결과가 관찰되었다.

실시예 2. 산화부식억제제로서 HClO 4 를 첨가한 경우 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막의 일괄식각

인산(50∼80wt.%) + 질산(0.5∼10wt.%) + 초산(2∼15wt.%) + 물의 조성범위를 갖는 종래의 식각액에 HClO 4 를

표 1 에 표시한 바와 같이 사례 2에서 사례 7의 함유율로 첨가하여 실시예 1 과 같은 조건으로 일괄 습식식각공정을 

수행한 결과 도 2 에 표시한 결과와 같이 Al(Al-Nd) 중간막이 Mo 상하부막에 비해 과잉식각되지 않은 테이퍼 식각(

Taper Etching)된 결과가 관찰되었다.

실시예 3. 산화부식억제제로서 HlO 4 를 첨가한 경우 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막의 일괄식각

인산(50∼80wt.%) + 질산(0.5∼10wt.%) + 초산(2∼15wt.%) + 물의 조성범위를 갖는 종래의 식각액에 HlO 4 를 

표 2에 표시한 바와 같이 사례 2 에서 사례 7의 함유율로 첨가하여 실시예 1 과 같은 조건으로 일괄 습식식각공정을 

수행한 결과 도 3 에 표시한 결과와 같이 Al(Al-Nd) 중간막이 Mo 상하부막에 비해 과잉식각 되지 않은 테이퍼식각(

Taper Etching)된 결과가 관찰되었다.

발명의 효과
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본 발명에 따른 액정표시장치의 TFT를 구성하는 게이트, 소스 및 드레인 전극인 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막을 일괄

식각할 수 있는 인산(50∼80wt.%) + 질산(0.5 ∼10wt.%) + 초산(2∼15wt.%) + HClO 4 또는 HlO 4 (1∼6wt.%) 

+ 물의 조성을 갖는 식각액을 사용하여 테이퍼 식각(Taper Etching)이 가능하며 균일한 패턴의 식각이 가능한 것이

다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
액정표시장치의 TFT를 구성하는 게이트, 소스 및 드레인 전극인 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막을 일괄 습식식각하는 식

각액에 있어서,

인산(50∼80wt.%) + 질산(0.5∼10wt.%) + 초산(2∼15wt.%) + HClO4(1∼6wt.%) + 물로 이루어진 액정표시장치

의 전극용 식각액.

청구항 2.
액정표시장치의 TFT를 구성하는 게이트, 소스 및 드레인 전극인 Mo/Al(Al-Nd)/Mo 삼중막을 일괄 습식식각하는 식

각액에 있어서,

인산(50∼80wt.%) + 질산(0.5∼10wt.%) + 초산(2∼15wt.%) + HlO4(1∼6wt%) + 물로 이루어진 액정표시장치의

전극용 식각액.

청구항 3.
청구항 1 또는 2에 있어서, 식각액조성물 중 산화환원 전위가 0.5∼1.6V로 표시되는 액정표시장치의 전극용 식각액.

도면

도면1
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도면2

도면3
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